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Opinia w zwigzku z postgpowaniem habilitacyjnym dr Marty Borysiewicz

Doktor Marta Borysiewicz, uzywajgca w przesztosci nazwiska panieriskiego Gryglas, a
obecnie publikujgca prace naukowe pod podwéjnym nazwiskiem Gryglas-Borysiewicz,
ukoriczyta studia wyisze na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskujac w roku
1999 stopien magistra fizyki. Nastepnie, w roku 2004 uzyskata stopier doktora na podstawie
rozprawy ,Resonant Tunelling via Single Impurities in GaAs/AlAs/GaAs heterostructures”,
ktorej promotorem byt prof. dr hab. Michat Baj z tego samego Wydziatu UW. Zreszta praca
magisterska rowniez dotyczyta problemu tunelowania nosnikéw tadunku elektrycznego w
strukturach pdtprzewodnikowych. Tematyka ta obecna jest te: w przedstawionym
osiggnigciu habilitacyjnym. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze za kazdym razem badane s3 rézne
aspekty tego podstawowego zjawiska i prace opublikowane na kazdym z etapéw kariery
zawodowej dr Marty Borysiewicz s3 catkowicie oryginalne i nowatorskie. Pokazuja natomiast
dobrze ewolucjg i rozwdj naukowy Kandydatki do stopnia doktora habilitowanego.

Kandydatka do stopnia przedstawita osiagnigcie zatytutowane ,Transport elektronowy w
strukturach dla spintroniki opartych na GaAs”. Jest to ciag szeéciu artkutéw opublikowanych
w dobrych i bardzo dobrych czasopismach odnotowywanych na liécie JCR. Ciagg spetnia
wymaganie tematycznie i logicznie powigzanego szeregu. W wigkszosci artykuty te dotycza
struktur pétprzewodnikowych zawierajacych ferromagnetyczny zwigzek (Ga,Mn)As, ktoéry
lansowany byt od potowy lat dziewigédziesigtych jako podstawowy materiat mogacy
postuzy¢ do wytworzenia uzytecznych urzadzer dla spintroniki. Teraz nacisk ktadziony jest
raczej na podstawowy, modelowy, charakter badah nad ferromagnetycznymi
potprzewodnikami niz na aspekt aplikacyjny tej konkretnej klasy materiatéw, ale badania na
nimi dalej prowadzone s na swiecie szerokim frontem. Tylko jedna z prac wchodzacych w
sktad osiagnigcia habilitacyjnego dotyczy innego zwiazkéw potprzewodnikowych - a
mianowicie niemagnetycznej struktury GaAs/AlAs/GaAs — ale i w tej badane jest zjawisko
wstrzykiwania spinowo spolaryzowanych noénikéw poprzez tunelowanie przez bariery
potencjalne. Jest to zjawisko podstawowe dla réznych przyrzadéw spintronicznych,
poniewaz wstrzykiwanie bezposrednio z ferromagnetycznych, metalicznych kontaktéw (bez
barier tunelowych) jest niemal catkowicie nieefektywne ze wzgledu na duze niedopasowanie
oporu elektrycznego w metalach i pétprzewodnikach. A wiec i ta praca jest logicznie
powigzana z pozostatymi artykutami, w ktérych element spintroniczny pojawia sie poprzez
dobdr materiatéw pdtprzewodnikowych explicite ferromagnetycznych. W strukturach
zrobionych m.in. z tych materiatdw zaobserwowane zostat zjawisko tunelowego
anizotropowego magnetooporu (tunelling anisotropic magnetoresistance TAMR), ktére —
mowigc w najwigkszym skrécie — pozwala wnioskowaé o kierunku namagnesowania
wzgledem osi krystalograficznych i/lub kierunku wzrostu cienkowarstwowej heterostruktury.
Kontrola za$ kierunku namagnesowania moze by¢ sposobem zapisywania i przechowywania
informacji. Badania nad zjawiskiem TAMR s3 z tego powodu bardzo istotne. Wiekszos¢ prac



wchodzacych w sktad omawianego ciggu publikacji opiera sie wtfasnie nad posrednim
badaniem wtasnosci magnetycznych poprzez pomiary przeptywu pradu elektrycznego przez
specjalnie przygotowane struktury pétprzewodnikowe. S3 to pomiary trudne zaréwno od
strony doswiadczalnej jak i interpretacyjnej, ale niekiedy to jedyna dostgpna obecnie metoda
w praktyce.

Swoistg specjalnoscig dr Marty Borysiewicz sg pomiary zjawisk transportu elektronowego w
prébkach poddanych ci$nieniu hydrostatycznemu. Wtasnie zbadanie, jak zaleizy wartosé
temperatury krytycznej przejscia ferromagnetyk—paramagnetyk i anizotropii
namagnesowania od cisnienia hydrostatycznego nalezy zaliczy¢ do jednych z wiekszych
sukcesow analizowanego osiggniecia habilitacyjnego. Do tej grupy artykutéw zaliczam
rowniez te, w ktorych badana jest anizotropia namagnesowania w funkcji naprezen
wewnetrznych (@ wiec swoistego dwuosiowego cisnienia) wywotanych przez
niedopasowanie parametrow sieci krystalicznej poszczegdlnych warstw tworzgcych
heterostrukture potprzewodnikowa. Réwnie wazine jest stwierdzenie jakosciowo roinego
zachowania sie temperatury krytycznej przejscia ferromagnetyk — paramagnetyk w funkcji
cisnienia hydrostatycznego w prébkach (Ga,Mn)As o typie przewodnictwa dziurowego
pétprzewodnikowym i metalicznym. Rzuca to $wiatto na mechanizmy sprzezenia spinowego
pomigdzy zlokalizowanymi momentami magnetycznymi jondw manganu. Innym waznym
osiggnieciem, ktore przypisac trzeba Kandydatce, jest zaproponowanie sposobu wyznaczania
temperatury przejscia fazowego ferromagnetyk-paramagnetyk w materiatach 'typu
(Ga,Mn)As poprzez obserwacje anomalii oporu elektrycznego jako funkcji temperatury. Ten
sposéb wyznaczanie T ze wzgledu na swojg prostote jest powszechnie stosowany. Jak
pokazata Kandydatka bezkrytyczne jego stosowanie moze doprowadzi¢ do znacznych
rozbieznosci oraz wskazata, jakie procedury musza by¢ przestrzegane, aby tak wyznaczone
temperatury przemiany fazowej byty zblizone do prawdziwych. W sumie dorobek naukowy i
publikacyjny przedstawiony jako osiggniecie habilitacyjne prezentuje sie solidnie i na pewno

stanowi istotny wktad do rozwoju wiedzy w zakresie fizyki potprzewodnikéw, o ktorym
mowa w Ustawie o stopniach i tytule naukowym.

Wszystkie prace wchodzace do ciggu stanowigcego osiggnigcie habilitacyjne sg
wieloautorske. W trzech z nich dr Marta Borysiewicz jest pierwszym autorem, a w trzech
innych — drugim autorem (NB w jednych z tych ostatnich artykutéw dr Marta Borysiewicz
byta promotorem pomocniczym mgr. Piotra Juszyriskiego - pierwszego autora tejze
publikacji). Dotagczone do dokumentacji o$wiadczenia wspétautoréw wskazujg na wmdch jej
role w ich powstaniu zaréwno w ich czedci doswiadczalnej jak i interpretacyjnej. W
wigkszosci przypadkéw rolg wspétautorow byto wytworzenie Zaawansowanymi metodami
probek, pomiaréw wiasnosci magnetycznych metoda magnetometrii SQuUID, czy anallzy
struktury krystalicznej metodami spektroskopii rentgenowskiej.

Oprdcz szedciu prac wehodzacych do ciggu publikacii stanowigcych osiagnigcie habilitacyjne
dr Marta Borysiewicz wymienia w dokumentach nadestanych mi do oceny jeszcze jedenascie



innych artykutéw w miedzynarodowych czasopismach naukowych z listy JCR. W sumie jest
wigc wspdtautorka 17 artykutéw bedacych w cyrkulacji migdzynarodowej (moje
przeszukanie dato w wyniku 20 publikacji jej wspétautorstwa odnotowane na poczatku maja
2017 w bazie Web of Sceince). Publikuje w czasopismach o nieztej randze. Na liscie jej
publikacji sg dwa artykuty w Physical Review B oraz jeden w Journal of Applied Physics, by
wymieni¢ najlpsze z tych czasopism. Jest réwniez wspétautorka dwéch doniesier
konferencyjnych i dwéch artykutéw w czasopismie Elektronika o zasiegu krajowym.
Wygtosita 3 referaty na konferencjach, z ktérych najbardziej prestizowa wydaje sie by¢
Sympozjum E-MRS w Warszawie. Wedtug dostarczonej mi dokumentacji prace jej byly
cytowane wedtug bazy Web of Science 70 razy (moje przeszukanie dato wynik 66)
wyfaczajgc autocytowania. Wspétczynnik Hirscha (ktérego podanie wymagane jest przez
ministerialne rozporzadzenie) wynosit w dniu ztozenia dokumentacji 5. Nie s3 to liczby
lokujace Kandydatke wsrdéd najlepiej publikujgcych doktoréw fizyki zajmujacych sie Fzyka
ciata statego, ale na pewno nie s3 tez dyskwalifikujace.

Po doktoracie dr Marta Borysiewicz przebywata na rocznym stazu w $wietnym laboratorium
badan nad obiektami nanometrycznymi w Marcoussis we Francji. Do$wiadczenie 'tam
zdobyte i nawigzane kontakty sa uzyteczne do dnia dzisiejszego, sadzac po publlkaqach
ktére ukazujg sig w réznych czasopismach.

Jako pracownik Wydziatu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dr Marta Borysiewicz
uczestniczyta prowadzeniu réznorodnych zaje¢ ze studentami. Dokumentacja nie zawiera
wyszczegolnienia ich dokfadnego. Dr Borysiewicz za swoje szczegdlne osiagniecie na bdlu :
dydaktycznym uwaza uruchomienie kilku zadad doswiadczalnych w ramach pracowni
studenckich. Opiekowata sie jedna praca licencjacka oraz dwiema zakoriczonymi pracami
magisterskimi, a w chwili sktadania obecnego wniosku prowadzita jeszcze jedna nastepna
pracg magisterska. Petnita obowiazki promotora pomocniczego w zakoriczonych rozprawach
doktorskich Piotra Juszyriskiego i Johannesa Bindera. Aktywnie uczestniczy w akqachi
popularyzujgcych fizyke, w tym wyktadéw i pokazéw dla uczniéw szkét érednich.

Doktor Marta Borysiewicz posiada réwniez wymierne osiggniecia organizacyjne. Za
najwazniejsze uwazam zaprojektowanie i nadzér nad budowa czystego pomieszczenia (clean
room) przeznaczonego do nanotechnologicznych prac m. in. nad strukturami
potprzewodnikowymi. Byto to zadanie ztozone i trudne. Niewatpliwie pobyt na stazu w
Marcoussis byt tu bardzo cennym doswiadczeniem, ktére Kandydatka mogta wykorzystaé.
Byta kierownikiem dwdch grantéw typu Polonium, o ile rozumiem przeznaczonych na
podtrzymywanie kontaktéw z partnerami francuskimi. Byta tez gtfownym wykonawea w
projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki dotyczqcym
bezpodrednio tematyki jej osiggnigcia habilitacyjnego. Wazinym z punktu wndgenla i
recenzenta elementem dziatalnosci organizacyjnej (jak réwniez dydaktyktycznej) jest
aktywnos¢ Kandydatki zwigzana z organizacja (w szczegOlnosci programem naukowym)



Miedzynarodowe]j Szkoty Fizyki Potprzewodnikéw — dwudniowego kursu dla studentéw
ostatnich lat i doktorantéw z wielu krajéw, w czasie ktérego wyktadowcami i instruktorami
sg wybitni naukowcy z catego swiata.

Biorgc pod uwage powyzisze fakty i argumenty dotyczace wszystkich aspektéw dziatalnosci
zawodowej Kandydatki, z przekonaniem uwazam, ze osiagniecie habilitacyjne dr Marty
Borysiewicz spetnia wymagania ustawowe i wnioskuje o dopuszczenie jej do dalszych etapow .
postepowania.

Warszawa, 3 maja 2017 prof. dr hab. Jacek Kossuf



